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TEZ BASLIGI

SCAPS-1D Simiilasyonu ve Yanit Yiizeyi Yontemi Kullanarak Kursunsuz Perovskit Giines Hiicresinin Performans Optimizasyonu

TEZ OZETI

Kursunsuz ve tamamen inorganik perovskit yapilar arasinda yer alan Cs-bazh perovskitler, perovskit giines hiicrelerinin (PSC’ler) hizh
gelisimine ragmen, uzun donem kararhlik ve ¢evresel dayamim acisindan organik—inorganik hibrit perovskitlere kiyasla 6nemli avantajlar
sunmaktadir. Bu baglamda, Cs,AgBil, bilesigi; yiiksek termal ve kimyasal stabilitesi, cevre dostu yapisi ve yiiksek optik absorpsiyon katsayisi
sayesinde perovskit giines hiicreleri icin umut vadeden bir sogurucu katman malzemesi olarak one ¢ikmaktadir. Bu
calismada, FTO/SnO,/Cs,AgBils/NiO/Au mimarisine sahip kursunsuz Cs,AgBil; tabanh perovskit ince film giines hiicrelerinin fotovoltaik
performansi, SCAPS-1D sayisal simiilasyon yazilimi kullamlarak kapsamh bir sekilde incelenmistir. Sogurucu katmana ait kalinhk, hacimsel
kusur yogunlugu ve alic1 (akseptor) yogunlugu gibi temel parametrelerin cihaz performans: iizerindeki etkileri, Cevap Yiizey Metodu

(Response Surface Methodology, RSM) kullanilarak sistematik ve ¢cok degiskenli bir optimizasyon yaklasimiyla analiz edilmistir. Simiilasyon

sonuglarina gore, cihazin en diisiik giic doniisiim verimi (%PCE) %7,86, 800 nm Cs,AgBil; kalinhg, 10*® cm™ 2 kusur yogunlugu ve 10*®
cm” 3 aha yogunlugu kosullarinda elde edilmistir. Buna karsihk, en yiiksek %PCE degeri %18,80, 1200 nm sogurucu kalinhgi, 10** cm™ 3

kusur yogunlugu ve 10'* cm™ 2 ahc1 yogunlugu parametrelerinde hesaplannustir. RSM tabanh optimizasyon sonucunda ise cihaz performansi
dengelenmis bir yapi ile %18,65 gii¢ doniisiim verimine ulasmigtir. Elektriksel parametreler incelendiginde, diisiik performansh yapi i¢cin VOC

= 1,189 V ve JSC = 14,993 mA cm™ 2 degerleri elde edilirken; optimize parametre araliklarinda bu degerler VOC = 1,397 V ve JSC = 15,302

mA cm™ ?seviyelerine yiikselmistir. RSM ile optimize edilmis nihai cihazda ise %PCE = 18,65, VoC = 1,37 V, JSC = 16,52 mA cm™~ *ve FF =
%82,64 degerleri elde edilerek, performansta istatistiksel ve fiziksel acidan anlamh bir iyilesme saglanmistir.

Bu calismada elde edilen bulgular, Cs,AgBil; tabanh kursunsuz perovskit giines hiicrelerinin tasarim ve optimizasyonuna yonelik énemli
icgoriiler sunmakta olup, gelecekte gerceklestirilecek deneysel ve kuramsal ¢calismalara yol gosterici nitelik tasimaktadir.
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